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Ⅰ．研究概要 

ヒトの一次体性感覚野（primary somatosensory cortex: S1）は、脳梁を介して互いの

活動を抑制し合っており、この仕組みは半球間抑制と呼ばれています。しかし、脳卒中が起

こると、損傷側 S1 から非損傷側 S1 への抑制が弱まり、その結果、左右の S1 の活動バラン

スが崩れ、麻痺の回復が妨げられることが知られています(図 1)。そこで，半球間抑制を調節

する手法の一つとして，経頭蓋静磁場刺激（transcranial static magnetic stimulation：tSMS）

が注目されています。tSMS は小型のネオジム磁石を頭皮の上に留置するだけで，大脳皮質の

活動を弱めることができる安全で簡便な刺激法です(図２)。本研究では tSMS が S1 間の半球

間抑制を調節できるか検討しました。 

両側の末梢神経に電気刺激を与えると，S1 から対側 S1 への抑制が生じ、装飾を受けた対

側の S1 で体性感覚誘発電位（paired somatosensory evoked potentials：pSEP）と呼ば

れる脳波から半球間抑制の程度を評価することができます。末梢神経刺激後，約 20 ミリ秒で

記録される N20 は，一次体性感覚野の 3b 野における活動を反映する成分として知られてい

ます(図３)。この N20 には，高周波振動（high-frequency oscillations：HFOs）と呼ばれる

非常に速い振動成分が重なって出現します(図３)。HFOs は，N20 のピークより前に生じる

前期成分（early HFOs：eHFOs）と，ピーク後に生じる後期成分（late HFOs：lHFOs）に分

けることができます。eHFOs は感覚情報を脳へ伝える神経線維の活動を，lHFOs は脳内の抑

制に関わる神経細胞の活動を反映するとされています。本研究の結果、S1 に対して tSMS を

行うことで，対側の S1 において脳内の抑制に関わる神経細胞の活動を反映する lHFOs が強

まりました。この結果は，tSMS が S1 間の半球間抑制を調整できる可能性を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 図 1 図３ 



【用語説明】 

（＊１）経頭蓋静磁場刺激（transcranial static magnetic stimulation: tSMS)： ネオジ

ム磁石を頭皮の上に置くことで，脳の活動を安全に調整する方法です。電気を使わずに脳へ

作用できるのが特徴です。 

（＊２）ペア体性感覚誘発電位（paired somatosensory evoked potentials：SEP）: 両

側の末梢神経に対して間隔を開け電気刺激した際に，脳で生じる半球間抑制を記録したもの

です。先行する電気刺激で S1 から対側 S１への抑制が誘発され、後に続く電気刺激により

対側 S1 から抑制の程度を評価することができます。 

 

Ⅱ．今後の展開 

本研究の知見は，脳卒中患者の非損傷側Ｓ１をターゲットとした臨床研究や実際のアプロ

ーチとして応用する上での基礎的な知見になることが期待されます。 
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